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 ホウ素、窒素をコドーピングした 6H-SiC は蛍光 SiC と呼ばれ[1]、DAP 発光によって約 570nm

をピークとするブロードな蛍光スペクトルが得られる。この蛍光 SiC とポーラス構造を持ったポ
ーラス蛍光 SiC を組み合わせることによって演色性の高い白色 LED の作製が可能となる[2]。本研
究では材料を 6H-SiC から 4H-SiC へと変更し、B,N の高濃度コドーピング達成に向けた成長温度
の検討、成長圧力制御による表面状態改善の検討を行った。 

 蛍光 SiC が高い変換効率を得るためには 120μm 程度の膜厚が必要となるため、高速成長が可
能な近接昇華法を用いて結晶成長及びドーピングを行った。また本研究では、坩堝内に炭素を吸
収する効果を持つ Ta 部材を配置しており、SiC の炭化を防ぐ目的がある。 

 本研究では、➀成長温度 1900℃、➁成長温度 1800℃ の 2 サンプルについて PL スペクトル測定
を行い、➀において➁よりも高い PL 強度が確認された（図１）。また、➀に近い条件で成長させ
た 6H-SiC から➀の B,N 濃度は 1.8×10

18
 cm

-3
, 2.7×10

18
 cm

-3 程度であり、➁の B,N 濃度はこの値よ
り小さくなっていることが推測された。このことから成長温度 1900℃で成長させた 4H-SiC には
B,N の高濃度コドーピングがされており、強い PL 強度を示すことが分かった。また、➀のサンプ
ルでは表面が粗くなっていることが確認された。➀の成長圧力は 600Pa であったため、➂600Pa

＋α、➃800Pa、⑤9000Pa の 3 サンプルにおいて表面状態を観察し、⑤において表面状態の改善
が確認された。これは圧力を上げたことにより、成長速度が低下し、ステップフロー成長が安定
したためであると考えられる。 
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図 2 PLスペクトル測定結果 

➀ ⑤ 

図 1 表面状態 
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